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V-band ENDOR用 Cavityの試作
八木寿郎・立川敏明・山本孝光
Some Remarks about Making of the V-Band Cavity 
for ENDOR Experiment 
Hisao Y AGI， Tochiaki T ATSUKAW A & Takamitsu Y AMAMOTO 
(Received Apr. 15， 1969) 
So-called “wired wall" cavity was designed and made for ENDOR experiment 
in V-band (6 mm. wavelengh region). The obtained Q-value of this cavity was 
about 3，500 at the room temperature and the R. F. power for N. M. R. was 
sufficient1y sent to the sample put in the cavity. We expect that this cavity 
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となるo ここで dはマイクロ波の skin-depthで，
Cavityの内壁を作っている導体の導伝率を(1，相対透




Qo~=X~n-m2J(χふー (brD/2L) 2J% 
ん 2π〔χZn+2πa.eaχふCD/2.e)8+Cπm.eD/2L)2C1 -D/L) 
-・・・・(6)
の関係がある。 (6)式において Qod/んをD/Lの関数と Pabは
して示したのが図3であるo
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dT 
となるo これは周波数に比例するので， V bandのよ
うな高い周波数帯では，わずかな温度変化に対しでも
共振周波数の変化をもたらすことになるo例えば f
= 50 X 109cycle/sec，β= 16. 7X 10-6 C銅〉とすれば，































3 V -band ENDOR用 Cavityの設計

















1~13 より 内径と深さが同じ程度のIr!j 最も大きい Q{í直





入しないように (D/L)=0.96にとってあるo f =50 
X 109cycle/secとして (fDア=25X1020XD三 一方
(D/L)2=0.96にとると，図2のモードチャー卜より
(fD)2 = 48X 1020 であるから D ご 1. 4~7Il と決定するとこ
写真1 完成した WiredWal Cavity 
互作用による 6本の趨微細構造が見られる。 l斗5は従
来どおり 8Ocyc1e/secで磁場変調Lたときの信号であ

































































ESR信号を図 5，凶6に記載しである O この解析の
詳細は別の論文にゆずるが， MJ+の電子スピン S=
?と原子核 M百川核スピン I=; とのFermi相
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t易変調周悲歌 /60kc i 
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